
UKD 621,383.53 

NORMA BRANŻOWA BN-77 
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ELEMENTY 

PÓŁPRZEWODNIKOWE Metody pomiaru parametrów Arkusz 00 

fototranzystorów 
Postanowienia ogólne 

Grupa katalogowa XIX 29 

l, WST~P 

l, l, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę metody 

pomiaru parametrów elektrycznych i fotoelektrycznych fo­

totranzystorów, 

1,2, Zakres stosowania normy, Postanowienia normy st~ 

suje się przy badaniach rozjemczych, 

1,3, Określenia 

1,3, l, Obwód zwarty - obwód o tak małej impedancji, że 

dalsze jej zmniejszanie ma pomijalny wpływ na wynik po_ 

miaru. 

1,3,2, Obwód rozwarty - obwód o tak dużej impedancji, 

że dalsze jej zwiększanie ma pomijalny wpływ na wynik po-

miaru. 

1,3,3, Miejsce pomiaru - miejsca na wyprowadzeniach, 

elementu, w którym wykonuje się pomiar, 

1,3,4, Komora światłoszczelna - komora izolujęca ele­

ment fotoczuły od zewnętrznego promieniowania elektroma­

gnetycznego w całym zakresie widmowym czułości tego ele-

mentu. 

1,3,5, Komora termostatyczna - komora, w której utrzy-

mywana jest stała temperatura (z określonę dokładnościę) 

niezależnie od wpływów zewnętrznych i wewnętrznych, 

1,3 , 6, Pozostałe określenia _ wg BN-76/3375-42, PN-7q' 

T-01500/00, a oznaczenia literowe parametrów wg PN-76/ 

T -01501/05, , 
2, POSTANOWIENIA OGOLNE 

2, l, Wartości dopuszczalne, Warunki pomiarów powinny 

być tak dobrane, aby nie była przekroczona żadna z war-

tości dopuszczalnych parametrów mierzonego elementu, 

chyba że to wynika z określonej metody pomiaru, co należy 

wyraźnie zaznaczyć w normie przedmiotowej. 

2,2, Polaryzacja źródeł w układach pomiarowych podana 

jest dla fototranzystorów n_p_n, 

2,3, Warunki temperaturowe, Jeżeli w normie przedmio_ 

towej nie podano inaczej, to temperatura otoczenia w cza-

sie wykonywania pomiaru powinna być równa: 

a) w otwartej przestrzeni 25 ±2
0
C, 

b) w komorze światłoszczelnej 25 ±5
0
C. 

2,4, Zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi, Mie_ 

rzony element należy zabezpieczyć przed wpływami zewnę­

trznymi promieniowania elektromagnetycznego, wibracji 

temperatury, tak aby ich wpływ na wynik pomiaru był po-

mijalny, 

2,5, Ustalone warunki pomiaru. W przypadku gdy warun-

ki pomiaru sę przyczynę zmian mierzonego parametru nale­

ży podać w normie przedmiotowej jednoznaczny sposób 0_ 

kreślania wartości parametru, 

2,6, Zabezpieczenia, Dopuszcza się stosowanie elemen­

tów lub układów zabezpieczajęcych mierzony element lub u­

kład pomiarowy, Zabezpieczenia powinny mieć pomijalny 

wpływ na wyniki pomiarów. 

2,7, Dopuszczalne błędy pomiarowe, Układ pomiarowy 

powinien być wykonany tak, aby całkowity błęd pomiaru nie 

pr zekraczał: 

a) 10% przy pomiarze parametrów elektrycznych, 

b) 20% przy pomiarze parametrów fotoelektrycznych, 

jeżel i w poszczególnych arkuszach nie postanowiono ina-

czej, 

2,9, Źródła promieniowania, Rodzaj źródła promienio-

wania do pomiarów parametrów fotoelektrycznych powinna 

dokładnie określać norma przedmiotowa Każde źródło pro_ 

mieniowania powinno mieć aktualnę metrykę i musi być za­

silane zgodnie z warunkami podanymi w metryce, 

2,9, W{'magania dotyczące komory światłoszczelnej. Kon­

strukcja komory powinna zapewnić takie warunki, abyodbi­

cia światła wewnętrz komory nie wpływały na wyniki po-

miaru, 

2. lO, Wymaąania dotyczące bezpieczeństwa obsłuąi _ wg 

PN-76/T -06500/05 , 

2. II, Wymasar:ia dotyczące przyrządów pomiarowych 

wg PN-74/T -01504/00 załęcznik, 
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2 Informacje dodatkowe do BN-77/3375-44/00 

INFORMACJE DODATKOWE 

I, Instytucja opracowujpca normę - Instytut Technologii 

Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centru'1' p6ł­

przewodników, Warszawa Al, Lotników 32/46, 

2, Normy związane 

PN_72/T -01500/00 Elementy półprzewodnikowe, Nazwy 

określenia 

PN-76/T -01501/05 Elementy półprzewodnikowe, Ozna_ 

PN_76/T -06500/05 Elektroniczne przyrZfdy pomiarowe, 

Wymagania i badania bezpieczeństwa obsługi 

BN-76/3375-42 P6łprzewodnlkowe elementy optoelektro_ 

niczne. Nazwy i określenia 

czenia literowe parametr6w optoelektronicznych 3, Autorzy projektu normy - Tadeusz Fornal I Int. Jerzy 

PN_74/T -01504/00 Elementy p6łprzewodnikowe. Metody 

pomiaru parametrów trańzystor6w i diod. Postanowie_ 

nia ogólne 

Malinowski, Zakład Doświadczalny P6łprzewodnik6w przy 

Instytucie Technologii Elektronowej, Warszawa ul. Koma_ 

rowa 5. 


